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Nel presente catalogo
vengono presentate

alcune serie di trasfor-
matori adatti al pilotag-
gio di MOSFET, IGBT E
FRANSISTOR ad alta
frequenza.

Tuttavia, poiche le tecni-
che di pilotaggio sono
diverse, siamo anche in
grado di costruire com-
ponenti  su  specifica
richiesta del cliente: a
tale scopo & necessario
compilare il foglio richie-
sta dati.

Dans ce catalogue, nous

vous présentons nos
nouvelles séries de tran-
sformateurs pour les
commandes de compo-
sants MOSFET, IGBT, et
TRANSISTOR & des fre-
quences élevées.
Cependant, compte tenu
des différentes techni-
ques de commandes,
nous pouvons égale-
ment deévelopper des
transformateurs adaptés
a vos specifications.
Nous vous recomman-
dons, dans ce cas, d'uti-
liser la feuille jointe.

In this catalogue we
intfroduce  you new
series of transformers
suitable to drive high fre-
quency MOSFETS,
IGBTS and TRANSI-
STORS.

Nevertheless, owing to
the different driving tech-
niques, we are also able
to develop transformers
following your specific
requirements: for this, it
is required to fill the
enclosed sheet.

En este catédlogo pre-
sentamos algunas
series de fransformado-
res apropiados para
control de MOSFET,
IGBT TRANSISTO-
RES de alta frecuencia.
Por otra parte, debido a
las distintas técnicas de
control, podemos desar-
rollar transformadores
siguiendo las especifica-
ciones del cliente: para
lo cual es necesario rel-
lenar la hoja de especifi-
caciones adjunta.

In diesem Katalog stel-
len wir eine neue Serie
von  Transformatoren
vor, die far die
Ansteuerung schneller
MOSFETS, IGBTS und
TRANSISTOREN geei-
gnet sind.

Bedingt durch die unter-
schiedlichen Ansteuer-
techniken bieten wir die
Entwicklung anwen-
dungsspezifischer
Spezialtransfor-matoren
auf der Basis |lhrer
Anforderungen an. Bitte
fillen 5ie dazu das bei-
geflgte Spezifikation-
shlatt aus und senden
Sie uns dieses zu.
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avvolgimenti Rp/Rs Resistance des Uis  Working voltage Rp/Rs Resistencia de schlossenen
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d'impulsions  uni- impulsos unipola- die durch einen
polaires. res, unipolaren Puls
aut die Sekun-
dérwicklung tber-
fragen wird.
CODICE [ m [ fudt [ lprms| Lp ['Ls [ Ck [ Ro | Rs | Uis | Us/STD | Up |Custodia Schema
CODE | (uvs) | (mA) | (mH) | (eH) | (pF) | (mQ) |(m@) | (Vac) |  (Vac) | (kV) | Case |
TI105630 | 1:1 5 400 0,04 |0,18 9 20 48 700 | 440/IEC742 | 4,0 105 A
T1/105645 1125425 | 5 | 400 | 004 |015 | 10 | 20 | 60 | 700 A 440/IEC742 | 40 | 105 | B
TIF109 217 | 11 200 350 1,75 5 25 320 260 | 440 | 440/IEC742 | 3,75 | 109 C
TI1109 221 | 1:1:1 60 500 0,30 0.8 20 70 160 | 500 @ 500/IEC742 | 44 109 B
TIA109 204 | 1:1:1 120 300 0,85 2 14 250 450 | 700 | 440/IEC742 | 42 109 B
TI109 220 | 1:1:1 170 300 1,85 25 20 410 480 | 440 @ 440/IECS50 | 3,1 109 B
TIM109 210 | 1:1:1 250 300 2,50 5 25 500 650 | 330 | 330/IEC742 | 3,1 109 A
TIH09 205 | 11,3 60 300 0,22 1,2 1 120 180 | 700 | 700/IEC742 | 50 @ 109 C
TIH109 202 | 1:1,3+1,3 60 100 0,21 1,6 11 120 280 | 700 | 700/IEC742 | 50 § 109 A
TIH09 215 | 1:1,2+1,2 150 250 | 1,30 3 20 430 510 | 500 | 500/IEC950 | 4,0 | 109 B
TIH09 213 | 1,13:1:1 180 250 | 1,85 4 20 520 | 450 | 500 | 500/IEC950 | 4,0 109 B
T109 214 | 1,411 200 | 250 @ 2,15 4 20 550 | 400 | 500 | 500/IECS50 | 4,0 109 B
TIM17 610 | 1A 150 600 z 0,35 0,9 25 120 135 | 700 | 7000/ IEC950 | 4,0 117 C
TH17 110 | 1A 300 200 35 5 35 800 800 | 500 | 500/IEC950 | 4,0 117 C
TM17 615 | 1:1:1 150 600 0,35 0,6 40 120 150 | 700 | 700/IECS950 | 4,0 117 D
TIA17 120 | 1:1: 300 @ 200 3.5 2,2 35 800 | 800 | 500 | 500/IEC950 | 4,0 117 D
TH17 147 | 21 250 I 400 l 5,80 10 25 500 | 250 | 500 | 500/IEC950 | 4,0 i 117 C
TIA17 155 | 2:1:1 250 | 400 5,80 85 25 500 250 | 500 | 500/IEC950 | 40 @ 117 D
TI/117 263 ____I___3:1 200 130 i 1,60 3 22 160 70 500 | 500/IEC950 | 3,2 117 L
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Le quote sono
espresse in mm

* Les valeurs sont
exprimees en mm

* Values are in mm
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